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【はじめに】GaN 系半導体はワイドバンドギャップであることから、絶縁破壊電界が大きく低損失な高

耐圧パワーデバイスとして有望である。特に、AlGaN/GaN ヘテロ接合の高移動度チャネルを利用するこ

とで、GaN の特長を最大限に引き出すことができる。また、パワーデバイス分野ではシステムの安全性

や従来デバイスの置き換えのためにノーマリーオフのデバイスが要求される。現状のノーマリーオフデ

バイスではゲートに正電圧を印加可能な範囲が小さいため、スイッチング動作時の誤動作の懸念があり、

高周波動作に限界がある。低リーク電流で高しきい値化が有望な MOSFET が実現できれば GaN の応用分

野はさらに拡大すると期待できる。しかし、ノーマリーオフ型 FET ではゲート下の電子を枯渇させる必

要があることから、オーミック電極からゲート電極までのアクセス抵抗が増大する課題があった。 

【実験内容及び結果】我々はノーマリーオフかつ低オン抵抗な MOSFET の実現を目指し、低抵抗超格子

キャップ層[1]を有する AlGaN/GaN MOSFET を作製した。デバイス構造を図１に示す。ゲート下はドライ

エッチングにより超格子層を除去した。絶縁膜は ALD 法による 50nm 膜厚の Al2O3を用いた。作製した

デバイスのゲート長は 0.7μm、ゲート幅は 100μm である。TLM 法による測定の結果、超格子キャップ

層を用いることでアクセスシート抵抗 298Ω/□、コンタクト抵抗 0.17Ωmm、ρc=1.2x10-6Ωcm2 を得た。

また、MOSFET の特性としてゲート・ソース間リーク電流は Vgs=10V において 0.1nA/mm 以下の良好な

特性を得た（図２）。また、しきい値 3.1V、オン抵抗 2.2Ωmm、最大ドレイン電流 849mA/mm を得た（図

３）。 
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図１ 超格子キャップ層を 
用いた MOSFET 

図２ 試作したデバイスの 
Igs-Vgs 特性 

図３ 試作したデバイスの 
Ids-Vds 特性 
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